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Nové trendy vo fotovoltike

V tomto ¢lanku st uvedené informacie v oblasti fotovoltiky, o G€innostiach jednotlivych buniek v zavislosti

od typu pouzitého materialu.
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. UvoD

Z Clankov citovanych v texte je zrejmé, Ze vyskum sa zameriava
v oblasti fotovoltiky hlavne na pouzitie novych materidlov s vyssou
udinnostou premeny slnecnej energie na energiu elektricka [2], [3],
[4], [7]- No existuju aj firmy, ktoré sa zaoberajii zvySenim G¢innosti
fotovoltickych  elektrarni  pridanim  zrkadiel, ¢i  pouzitim
$pecializovaného softvéru, ktorym sa panely naklanaji tak, aby bola
vyroba elektriny ¢o najvyssia. [12]
cez 20%
fotovoltickych panelov pre komerénu vyrobu. Preto st v tomto ¢lanku
zhrnuté v kratkosti niektoré informacie z tejto oblasti.

Vyvoj vSak postupuje a presahuji sa Ucinnosti

. NOVE MATERIALY

V projekte, ktory bol robeny v Nemecku [1], bolo vykonané
porovnanie roznych technoldgii solarnych generatorov. Z porovnania
je mozné vidiet, ze ucinnosti jednotlivych fotovoltickych buniek sa
lisSia od pouzitych materidlov a technologie. Vysoku ucinnost mala
trojuzlova GaAs solarna bunka pozostavajica zo 150 um tuhého
substratu [1].

TABULKA I
Typické parametre solarnych generatorov v zavislosti od typu bunky
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V pokuse uvedenom v [2] sa ziskala Gc¢innost’ cez 15 % zo 17
bunkovych integrovanych modulov na tomto substrate. Najvyssiu
ucinnost’, ktort sa podarilo ziskat' v tejto Stadii bola 15,9 % [2].
(Obr. 1).

Na druhej strane, bola dosiahnuté aj u&innost’ 19,6 % na 148 cm?
na amorfnej/krystalickej dvojitej solarnej bunke s heteroprechodom.
Tato zmena v Gc¢innosti sa dosiahla presunom starého vyrobného
procesu do integrovaného velkého priestoru bunky JUSUNG.
Optimalizacia kazdého vyrobného kroku viedla k vyrobe velkych
zariadeni.

Podobné alebo vicsie ti¢innosti v priemyselnom vyrobnom procese
fotovoltickych ¢lankov sa dosiahli v [3]. Vypocty preukazali, ze je
mozné dosiahnut’ uc¢innost’ okolo 20 % v bérom dopovanom kyslikom
kontaminovanom kremiku.

Obrazok 1 CIGS modul [2]
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Obrazok 2 Struktira bunky s borovym rozptylenym ¢elnym emitorom [11]

Vysledky s borom dopovanym éelnym prechodom st v tabul’ke 2:
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TABULKA II
Results of cells with boron-diffused front junction [11]
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ll. ZAVER

Z vyssie uvedeného je zrejmé, ze pouzitie novych materidlov
avyskum novych typov bunick vedie kvys$sim ucinnostiam.
Najvyssou prioritou je teda pouzitie vysokot¢innych materialov pre
premenu slnecnej energie na elektricki s ¢o najvysSou Ucinnostou.
Prikladom toho, Zze zvySovanie UCinnosti je mozné, a ze je mozné
taktiez prekrocenie 20 % su fotovoltické c¢lanky tretej generacie
s vylepSenymi bunkami, ktorych ucinnost presahuje 20 % ateda
napomahaju k t¢innejsej premene slnecnej energie na elektricku..
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